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液体中に粒子を分散させたコロイド溶液にパルスレーザーを照射することによって，さま

ざまな材料のサブミクロンサイズの球状粒子を作製することができる．シリコンは有用な

半導体であるが，そのサブミクロン球状粒子合成に関する報告は限られている[1]．従来の実験

では，原料サイズに 1~2 mのシリコン粒子を原料としていたため，生成粒子がサブミクロンで

はなくミクロンサイズとなっていた．また，照射波長が

532 nmのレーザーを利用していたため，間接遷移による

光吸収のため効率が悪く粒子生成に必要なフルーエンス

が 460 mJ pulse-1 cm-2と大きかった． 

そこで，生成粒子がサブミクロンサイズとなるために

平均粒子径が 100 nm のシリコン粒子を原料として用い

た．また，レーザー光の原料への吸収効率を大きくする

ために，直接遷移による光吸収が起こる 355 nmのレーザ

ーを利用し，シリコンのサブミクロンサイズの球状粒子

合成を行った． 

Fig. 1は，フルーエンス 66 mJ pulse-1 cm-2，照射時間 30 

minの条件下で実験を行った際の生成粒子の SEM画像で

あり，球状粒子生成を確認することができた．しかし，

エタノール中の原料シリコン粒子にレーザーを照射した

場合，球状粒子のほかに膜状の物質が同時に生成してい

た．膜状物質生成を防ぐために，原料をフッ酸処理した

後の原料にレーザー照射することで球状粒子生成を試み

た．Fig. 2は，フルーエンス 50 mJ pulse-1 cm-2，照射時間

30 minの条件下でレーザー照射した後に得られたシリコ

ン粒子である．原料に酸処理を行うことによって表面酸

化物を除去することで，膜状物質の生成を防ぐことがで

きた． 
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Fig. 1 SEM image of Si particles 

obtained by pulsed laser 

melting in ethanol at 66 mJ 

pulse-1 cm-2 for 30 min from 

100 nm raw Si particles without 

any treatment. 
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Fig. 2 SEM image of Si particles 

obtained by pulsed laser 

melting in ethanol at 50 mJ 

pulse-1 cm-2 for 30 min from 

100 nm raw Si particles after 

hydrofluoric acid treatment. 
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